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PERSONALIA 

PACS numbers: 01.60.+q, 61.05.cc, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Dd, 81.07.Bc 

До 75-річчя члена-кореспондента НАН України  
В. Б. Молодкіна 
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речовиною, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Дер-
жавних премій України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту 
Національної академії наук України Вадиму Борисовичу Молодкіну з 
нагоди його сімдесятип’ятиліття. 
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solid-state theory and physics of metals, theory of the interaction of radia-
tion with the condensed matter, Honoured Worker of science and technol-
ogy of Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine in the field of sci-
ence and technology, Corresponding Member of the National Academy of 
Sciences of Ukraine Vadym Borysovych Molodkin on the Occasion of 75th 
Anniversary of His Birthday. 
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України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту Націона-
льної академії наук України Вадиму Борисовичу Молодкіну. 
 Вадим Борисович народився в Києві. Отримав вищу освіту у 
Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Наукові 
дослідження В. Б. Молодкін розпочав ще в студентські роки, на-
вчаючись на фізичному факультеті КДУ, а по закінченні кафедри 
теоретичної фізики у 1963 р. продовжив їх в Інституті металофі-
зики АН УРСР. І понині творче життя Вадима Борисовича 
пов’язане з цим Інститутом. Тепер В. Б. Молодкін — головний 
науковий співробітник відділу фізики багатопараметричної стру-
ктурної діагностики Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова 
НАН України, доктор фізико-математичних наук (від 1985 р.), 
професор (від 1989 р.), член-кореспондент НАН України (від 
1992 р.), лауреат двох Державних премій України (1994 р. та 
2002 р.), заслужений діяч науки і техніки України (від 2003 р.). 
 Вадим Борисович Молодкін — фізик-теоретик, який своїми 
науковими працями зробив вагомий внесок у розвиток кристало-
графії, створивши класичну теорію багаторазового дифузного та 
Бреґґового розсіяння променів у кристалах з дефектами, що має 
світовий пріоритет і міжнародне визнання, та розробивши на її 
основі відповідну експериментальну базу і заснувавши тим самим 
нове, найбільш інформативне покоління засобів і метод структу-
рної діягностики матеріялів та виробів нанотехнологій — багато-
параметричну кристалографію недосконалостей структури на ос-
нові стоячих дифузних хвиль, тобто так звану дифузнодинамічну 
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комбіновану дифрактометрію (ДДКД), яка не має аналогів у світі 
за унікально високими показниками інформативности, чутливос-
ти й експресности діягностики. 
 На основі зазначеної пріоритетної теорії розсіяння та квантової 
теорії каналювання заряджених частинок у багатокомпонентних 
невпорядкованих системах, впорядкованих стопах і кристалах з 
точковими дефектами, їх кластерами, дислокаційними петлями, 
прямолінійними дислокаціями та ін. дефектами, а також у мате-
ріялах і виробах нанотехнологій з неоднорідними розподілами 
макродеформації та мікродефектів, з використанням ориґіналь-
ної статистичної теорії збурень та розробленої М. О. Кривоглазом 
методи флюктуаційних хвиль В. Б. Молодкіним показано, що, 
незважаючи на істотні локальні відхили від періодичности крис-
талічної ґратниці через дефекти, які розподілені однорідно, при 
розсіянні в кристалах відбувається статистичне самоусереднення, 
завдяки якому формуються стоячі Бреґґові хвилі за рахунок ба-
гаторазового розсіяння на періодичній (у середньому) частині по-
тенціялу та біжучі дифузні хвилі за рахунок розсіяння на флюк-
туаційній частині потенціялу, які при подальшому багаторазово-
му розсіянні на періодичній частині потенціялу перетворюються 
у Блохові дифузні хвильові поля, тобто у стоячі дифузні хвилі з 
періодом ґратниці. В свою чергу стоячі хвильові поля перенормо-
вуються багаторазовими процесами розсіяння на флюктуаційній 
частині потенціялу. Такі стоячі хвильові поля «виживають» у 
спотворених кристалах в неочікувано широкому інтервалі конце-
нтрацій і потужностей дефектів, коли довжина ефективної коге-
рентности розсіяння перевищує довжину екстинкції, зокрема, у 
сильнолеґованих напівпровідниках. При цьому така перебудова у 
стоячі хвильові поля залежно від їх орієнтації відносно кристалі-
чної ґратниці може змінювати фундаментальні параметри взає-
модії поля з кристалом (коефіцієнти заломлення та вбирання) у 
сотні–тисячі разів. Така, суттєво динамічна орієнтаційна залеж-
ність виявилася керованою змінами умов дифракції; вона накла-
дається на розподіл по оберненому простору кристалічної ґрат-
ниці Фур’є-компонент поля зміщень її атомів через дефекти, тоб-
то на кінематичне дифузне розсіяння, що зумовлює нове, відкри-
те В. Б. Молодкіним явище залежности від умов дифракції хара-
ктеру впливу дефектів на картину динамічного розсіяння — 
явище багатовиду картини динамічного розсіяння залежно від 
умов дифракції. 
 Оскільки зазначені залежності від умов дифракції та від орієн-
тації і характеристик дефектів були встановлені В. Б. Молодкі-
ним теоретично (аналітично), це забезпечило унікальну можли-
вість за незмінної структури, тобто за фіксованих відхилів від 
ідеально періодичної структури наносистем (характеристик дефе-
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ктів), керувати як внесками Бреґґової та дифузної складових, 
так і питомими внесками від дефектів кожного типу, а в резуль-
таті — характером впливу дефектів на картину динамічного роз-
сіяння, лише за рахунок цілеспрямованої зміни умов динамічної 
дифракції з метою одержання повного набору необхідних неза-
лежних дифрактометричних даних (для різних умов дифракції) 
та їх комбінованого оброблення для однозначного розв’язання 
задачі характеризації багатопараметричної структури наносистем 
(ДДКД). 
 В. Б. Молодкіним вперше виконано перенормування закону 
дисперсії високоенергетичних квазичастинок у реальних монок-
ристалах, що обумовлено ефективно некогерентними віртуальни-
ми процесами розсіяння на флюктуаційній частині внутрішньок-
ристалічного потенціялу; при цьому йому вперше вдалося вийти 
за рамки одновузлового наближення когерентного потенціялу і 
врахувати кореляційні ефекти, а також вперше ввести фундамен-
тальне поняття довжини екстинкції за рахунок некогерентних 
процесів (дифузного розсіяння), що забезпечило прорив у 
розв’язанні зазначеної проблеми й успіх подальшого розвитку 
динамічної теорії некогерентних процесів. В результаті ним пе-
редбачено і вперше теоретично описано нове явище послаблення 
когерентних Блохових хвильових полів високоенергетичних ква-
зичастинок у реальних кристалах, що зумовлене їх розсіянням 
на відхилах від досконалої періодичности потенціялів кристалів. 
В. Б. Молодкін і О. О. Тихонова (1967 р.) назвали це явищем 
ефективного вбирання когерентних хвильових полів. Тепер це 
явище широко використовується завдяки його унікальній чутли-
вості щодо характеристик дефектів у кристалах в найбільш пере-
дових дифрактометричних лабораторіях світу задля діягностики 
дефектів у монокристалах. Наразі сформувалася ціла область фі-
зики твердого тіла, яка ґрунтується на дослідженнях цього яви-
ща і можливостей його використання для діягностики. 
 В. Б. Молодкіну вперше вдалося показати, що за встановлени-
ми ним закономірностями стосовно дифузної екстинкції для дос-
татньо досконалих монокристалів, товщина яких є співмірною з 
абсорбційною довжиною квазичастинок, переважаючою може ви-
явитися (навіть за малих відхилів від періодичности) некогерент-
на складова. При цьому характерні особливості хвильових полів 
таких квазичастинок, які тепер визначаються цією складовою, 
принциповим чином відрізняються від відомих з теорії когерент-
ного потенціялу. Це докорінно змінило чинні у відповідній обла-
сті фізичні уявлення, включаючи і саме твердження про нескін-
ченно малий (порівнянний з показником статичного фактора Де-
бая–Валлера) внесок некогерентних процесів у таких системах. 
Зокрема, це суттєво видозмінило класифікацію дефектів криста-
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лів за їх впливом на картину розсіяння кристалом, запропонова-
ну членом-кореспондентом АН УРСР М. О. Кривоглазом в рам-
ках кінематичної теорії розсіяння, і привело до з’ясування якіс-
но нових ефектів дифракції в достатньо досконалих кристалах, 
коли довжина когерентности розсіяння перевищує довжину екс-
тинкції. 
 В. Б. Молодкіним передбачено (у 1984 р.) нове фізичне явище, 
яке полягає в порушенні у достатньо досконалих монокристалах 
справедливого в кінематичній теорії розсіяння закону збережен-
ня повної (Бреґґової і дифузної) інтеґральної інтенсивности ди-
намічного розсіяння (ПІІДР); ним і його співробітниками також 
виявлено унікальну (завдяки цьому явищу) чутливість до харак-
теристик дефектів у монокристалах власне величини ПІІДР і ха-
рактеру її залежностей від товщини кристалів, довжини хвилі 
випромінення та інших параметрів експерименту, що також 
отримало широке практичне застосування як в Україні, так і за 
її межами. 
 Слід зазначити, що фізичну природу останнього із зазначених 
ефектів було з’ясовано В. Б. Молодкіним пізніше, лише в останні 
роки, коли ним було встановлено наявність ще одного закону 
збереження кінематичної теорії та його порушення при динаміч-
ному розсіянні. Мова йде про незалежність від умов дифракції 
відносного внеску дифузної складової повної інтеґральної інтен-
сивности розсіяння при кінематичній дифракції. Порушення 
цього закону при динамічній дифракції забезпечило унікальну 
інформативність динамічної картини розсіяння, обумовлену сто-
ячим характером дифузних хвиль, зокрема, відмінністю описа-
них орієнтаційних ефектів для Бреґґової та дифузної складових, 
яка спричинила встановлену неоднаковість характерів залежнос-
тей від умов динамічної дифракції внесків Бреґґової і дифузної 
складових картини розсіяння, а також питомих внесків різного 
типу дефектів; саме це і пояснило фізичну природу явища зале-
жности від умов дифракції характеру впливу дефектів на карти-
ну динамічного розсіяння. Було показано, що наслідком цього 
явища є порушення і першого закону збереження повної інтеґра-
льної інтенсивности розсіяння та її залежність від умов дифрак-
ції, зокрема, коли умови дифракції змінювалися через зміну то-
вщини кристалів або довжини хвилі. В загальному випадку такі 
зміни умов динамічної дифракції можна забезпечити зміною гео-
метрій дифракцій (на проходження або на відбиття), зміною ази-
мутального кута, переходами від симетричної до косонесиметри-
чної дифракції, від наближення «товстих» до наближення «тон-
ких» кристалів, від диференційних до інтеґральних метод, а та-
кож за рахунок зміни радіюса кривини пружнього вигину крис-
талу тощо. Це суттєво розширило функціональні можливості за-
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пропонованих інтеґральних метод ДДКД. 
 В. Б. Молодкіним і його співробітниками вперше теоретично 
передбачено для некогерентної складової хвильового поля квази-
частинок (дифузного розсіяння) когерентні ефекти аномального 
проходження і екстинкції (найбільш чутливі до спотворень крис-
талів), які отримали багаторазове експериментальне та теоретич-
не підтвердження у багатьох наукових центрах і знайшли прак-
тичне застосування (в тому числі і в роботах за участю автора 
передбачених ефектів). 
 В. Б. Молодкіним також передбачено і вперше теоретично опи-
сано ефекти хитунових смуг і аномального проходження для над-
структурних хвильових полів квазичастинок, а також Боррман-
нів ефект за рахунок ефективного вбирання у стопах і кристалах 
з дефектами як для Рентґенових променів, так і для електронів і 
невтронів, що є важливим для діягностики процесів атомового 
впорядкування. 
 Побудована В. Б. Молодкіним квантова теорія каналювання 
заряджених частинок у стопах і кристалах з дефектами, яка уза-
гальнює результати теорії академіка РАН Ю. Кагана і О. Конон-
ця, створеної ними для ідеальних кристалів, також уможливила 
йому передбачити ряд нових фізичних ефектів. Серед них: ефект 
розщеплення граничного кута площинного каналювання з поя-
вою і розвитком далекого порядку в стопах; розмірні ефекти і 
ефекти квантових кутових осциляцій виходу ядрових реакцій 
окремо для кожної з підґратниць і кожного з компонентів стопів; 
ефект «стимульованого каналювання» для однієї з підґратниць, 
зумовлений «зависанням» частинок у іншій підґратниці в сто-
пах; ефект вибіркового руйнувального каналювання чи вибірко-
вого виходу ядрових реакцій для різних підґратниць стопів; ефе-
кти якісно різних впливів на каналювання домішок втілення і 
заміщення в стопах та інші. Більшість з них знайшла своє екс-
периментальне підтвердження і широке використання для діяг-
ностики, зокрема, надпровідних матеріялів. 
 Потягом останнього часу В. Б. Молодкіним було суттєво уза-
гальнено динамічну теорію розсіяння випромінення у кристалах 
з дефектами на випадок дефектів великих розмірів, які є співмі-
рними з довжиною екстинкції, що вперше уможливило викону-
вати діягностику одночасно декількох типів дефектів у криста-
лах, серед яких майже завжди присутні великі дефекти. Окрім 
того, теорію узагальнено на важливий і складний випадок комбі-
нованих спотворень, який вже багато років за наявности труд-
нощів принципового характеру не мав вирішення, коли у крис-
талі мають місце як однорідні макроскопічні деформації (пруж-
ній вигин, ультразвукові хвилі тощо), так і флюктуаційні поля 
від випадково розподілених мікродефектів різного типу. Це 
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уможливило вперше якісно і кількісно пояснити цілу низку екс-
периментально спостережуваних аномальних явищ неадитивного 
й адитивного впливів дефектів різної природи на динамічну диф-
ракцію та розробити на цій основі нові високоінформативні мето-
ди діягностики. 
 Особливо актуальним стало узагальнення теорії на випадки 
наносистем: кристалів з профільованими поверхнями, з поруше-
ним поверхневим шаром, епітаксійних багатошарових гетерост-
руктур та надґратниць з дефектами, квантовими ямами та само-
організованими ґратницями квантових точок. 
 Більшість із зазначених теоретичних результатів В. Б. Молод-
кіна та передбачені ним нові фізичні явища й ефекти, серед яких 
головними є динамічні ефекти багаторазовости дифузного розсі-
яння, зокрема, залежні від умов динамічної дифракції орієнта-
ційні ефекти стоячих дифузних хвиль та ефекти взаємодії їх з 
когерентною складовою, уможливили докорінно переобладнати 
наявну експериментальну діягностичну базу, перевести її на 
принципово нові в теорфізичному та методичному аспектах осно-
ви, які забезпечують якісно більш високий рівень інформативно-
сти, експресности та чутливости (багатопараметрична кристалог-
рафія недосконалостей структури матеріялів і виробів нанотехно-
логій на основі стоячих дифузних хвиль — ДДКД), що не має 
аналогів у світі. 
 Слід зазначити, що розроблені методи виявляють унікальну 
чутливість до нанорозмірних структур, які знаходяться за межею 
чутливости відомих рентґенотопографічних метод. 
 В. Б. Молодкіним при активній підтримці та за участю акаде-
міків НАН України В. В. Немошкаленка, А. П. Шпака, В. Ф. 
Мачуліна, І. М. Карнаухова, члена-кореспондента РАН М. В. Ко-
вальчука і члена-кореспондента НАН України В. П. Кладька 
створено таку експериментальну базу, де практично реалізовано 
принципово нові, запропоновані В. Б. Молодкіним і закріплені 
великою кількістю авторських свідоцтв на винаходи і патентів 
методи нового покоління діягностики. Серед них методи: повної 
інтеґральної інтенсивности динамічного розсіяння, інтеґральної 
та диференційно-інтеґральної тривісної рентґенівської дифракто-
метрії, повних кривих відбиття та інші, які продемонстрували 
рекордні показники рівня діягностики і є особливо ефективними 
при використанні джерела синхротронного випромінення, будів-
ництво якого передбачається в ІМФ ім. Г. В. Курдюмова НАН 
України за проєктом, що включає розробку відповідних діягнос-
тичних станцій. Зазначені розробки В. Б. Молодкіна забезпечили 
принципово нові функціональні можливості неруйнівної діягнос-
тики: (1) кількісну характеризацію спектру дефектів декількох 
типів (сертифікація XXI століття); (2) селективну за глибиною 
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характеризацію дефектів окремо у кожному шарі епітаксійних 
гетероструктур і характеризацію наноструктурних параметрів 
цих систем також селективно за глибиною та без руйнування; (3) 
характеризацію зміни дефектної структури при швидкоплинних 
процесах (рентґенівське кіно). 
 Наукові досягнення В. Б. Молодкіна узагальнено в опубліко-
ваних ним понад 220 наукових працях (серед яких — 6 моногра-
фій), близько 20 патентах та авторських свідоцтвах, а також у 15 
дисертаціях, в тому числі вісьмох докторських, виконаних його 
учнями і послідовниками під його науковим керівництвом і за 
консультуванням. 
 Вадим Борисович Молодкін багато зробив для Інституту мета-
лофізики їм. Г. В. Курдюмова НАН України. У 1972–1978 рр. 
він працював ученим секретарем Інституту; у 1987–2014 рр. — 
завідувач відділу теорії твердого тіла; у 1979–1990 рр. — відпо-
відальний секретар редколеґії, а від 1990 р. — заступник голов-
ного редактора міжнародного науково-технічного журналу «Ме-
таллофизика и новейшие технологии». У 1994–2003 рр. В. Б. 
Молодкін — заступник директора Інституту, що відповідав за 
створення на території Інституту Українського національного си-
нхротронного центру науки, технології та охорони здоров’я. Від 
1995 р. В. Б. Молодкін — організатор і завідувач навчально-
наукової кафедри подвійного підпорядкування (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка і НАН України) 
«Фізика фотонних фабрик і космічна фізика металів». Від 2000 
р. В. Б. Молодкін — заступник головного редактора оглядового 
наукового журналу «Успехи физики металлов», у 2003–2015 рр. 
— заступник відповідального редактора, а від 2016 р. — відпові-
дальний редактор збірника наукових праць «Наносистеми, нано-
матеріали, нанотехнології». В. Б. Молодкін є також членом ред-
колеґій російських журналів «Актуальные вопросы современного 
естествознания» та «Материаловедение». 
 Своє сімдесятип’ятиліття відомий вчений зустрічає у розквіті 
творчих сил. У нього багато задумів. Ми сердечно вітаємо Вади-
ма Борисовича з ювілеєм і зичимо йому міцного здоров’я, просві-
тительської наснаги, творчого натхнення і довголіття, подальших 
успіхів у праці на користь України і світової науки та щастя. 
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